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Sensoreinheit

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Sensoreinheit für ein Bildaufnahmegerät

und ein Bildaufnahmegerät mit einer derartigen Sensoreinheit.

Die Erfindung betrifft insbesondere optoelektronische Bildaufnahmegeräte, etwa

Foto- oder Videokameras, mit einem optoelektronischen Halbleitersensor. Derart i

ge Halbleitersensoren detektieren elektromagnetische Strahlung üblicherweise in

einem Spektralbereich, der größer ist als das sichtbare Spektrum. Dies hat zur

Folge, dass elektromagnetische Strahlung mit Wellenlängen nahe der Ränder des

sichtbaren Spektrums diverse Abbildungsfehler hervorrufen kann.

So sind typische Halbleitersensoren gegenüber infrarotem Licht besonders emp

findlich, was zu einer fehlerhaften roten Farbwiedergabe des Halbleitersensors

führen kann. Beispielsweise können große Lichthöfe um Lichtquellen entstehen

oder synthetische Stoffe mit hoher Reflexion im Infrarotbereich können farblich

falsch wiedergegeben werden.

Zudem sind Linsenfehler typischer Objektive im Randbereich des sichtbaren

Spektrums nicht mehr vollständig korrigiert. Insbesondere der steilere Brechkraft

verlauf typischer Linsenmaterialien nahe dem ultravioletten Spektralbereich lässt

den Farblängsfehler derartiger Objektive ansteigen und führt am Rand des s icht

baren Spektralbereichs zu unscharfen Farbsäumen.

Darüber hinaus kann es Vorkommen, dass Halbleitersensoren mit Farbfiltern das

Licht in den Randbereichen des sichtbaren Spektrums fehlerhaft interpretieren.



Beispielsweise kann das rote Farbpigment eines derartigen Farbfilters eine Ne

bentransmission nahe dem ultravioletten Spektralbereich aufweisen, sodass bei

gleichzeitiger Transmission des blauen und roten Farbpigments magentafarbene

Farbfehler auftreten können. Eine Kombination einer unscharfen Abbildung nahe

dem ultravioletten Spektralbereich mit einer magentafarbenen Interpretation der

unscharf abgebildeten Strahlung durch den Flalbleitersensor führt dann zu charak

teristischen violetten Farbsäumen (purple fringing).

Zur Vermeidung derartiger Abbildungsfehler wird daher bei optoelektronischen

Bildaufnahmegeräten die einfallende elektromagnetische Strahlung üblicherweise

auf einen zweckmäßigen Spektralbereich begrenzt. Flierzu können unter anderem

Deckglasaufbauten verwendet werden, welche den optoelektronischen Halbleiter

sensor auf der Objektseite abdecken und ein oder mehrere Filterelemente aufwei

sen. Neben einer Begrenzung des Spektralbereichs des einfallenden Lichts

(spektrale Filterung), dienen derartige Deckglasaufbauten auch dazu, den Halblei

tersensor vor Verunreinigungen und Umwelteinflüssen zu schützen und eine Re i

nigung der Außenseite des Sensoraufbaus zu ermöglichen, ohne den Halbleiter

sensor selbst zu beschädigen.

Deckglasaufbauten optoelektronischer Halbleitersensoren umfassen üblicherweise

ein Infrarot-Absorptionsglas (IR-Absorptionsglas), welches die auf den Deck

glasaufbau einfallende elektromagnetische Strahlung im roten Spektralbereich

dadurch begrenzt, dass Strahlung des betreffenden Spektralbereichs im Absorpti

onsglas absorbiert wird. Reine IR-Absorptionsgläser begrenzen jedoch das Spekt

rum der einfallenden elektromagnetischen Strahlung nur ungenügend. Dies gilt

insbesondere in Spektralbereichen nahe dem ultravioletten Bereich.

Daher wird das Spektrum der einfallenden Strahlung üblicherweise mittels zusätz

licher UV-Sperrschichten begrenzt, die in Dünnschichttechnik auf ein Trägerglas,

beispielsweise das IR-Absorptionsglas des Deckglasaufbaus, aufgebracht werden



und typischerweise als Interferenzschichten ausgebildet sind. Derartige Sperr

schichten transmittieren die auf den Sensoraufbau einfallende elektromagnetische

Strahlung in einem als Durchlassbereich bezeichneten Spektralbereich und ref lek

tieren die einfallende Strahlung in einem als Sperrbereich bezeichneten Spektral

bereich.

Ein Nachteil von reflektierenden Sperrschichten ist, dass deren Ref lex ionsvermö

gen üblicherweise stark mit dem Winkel, unter dem die elektromagnetische Strah

lung auf die Sperrschicht einfällt, variiert und flach auf die Sperrschicht einfallende

Strahlung oftmals nur ungenügend reflektiert wird und daher auf den Sensor tref

fen kann. Unter flachen Einfallswinkeln einfallende Strahlung tritt insbesondere bei

kompakten Bildaufnahmegeräten, beispielsweise bei spiegellosen Systemkame

ras, auf.

Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Sensoreinheit für ein Bildaufnahmegerät und

ein Bildaufnahmegerät derart anzugeben, dass Abbildungsfehler, insbesondere im

kurzwelligen Spektralbereich auftretende Abbildungsfehler, vermieden werden.

Diese Aufgabe wird durch eine Sensoreinheit und ein Bildaufnahmegerät gemäß

den unabhängigen Ansprüchen gelöst. Weiterbildungen sind jeweils in den ab

hängigen Ansprüchen angegeben.

Eine Sensoreinheit für ein Bildaufnahmegerät umfasst einen optoelektronischen

Bildsensor und eine vor dem optoelektronischen Bildsensor angeordnete Abdeck

einheit, wobei die Abdeckeinheit ein erstes Absorptionsglas und ein zweites A b

sorptionsglas umfasst und wobei das erste Absorptionsglas als ein

UV-Absorptionsglas und das zweite Absorptionsglas als ein IR-Absorptionsglas

ausgebildet ist.



Anders als bei bisher bekannten Sensoreinheiten wird also bei der beschriebenen

Sensoreinheit zur Filterung der einfallenden elektromagnetischen Strahlung im

ultravioletten Spektralbereich ein UV-Absorptionsglas eingesetzt, welches ultrav io

lette Strahlung nicht reflektiert, sondern absorbiert. Gegenüber den herkömmli

cherweise eingesetzten UV-Sperrschichten hat dies den Vorteil, dass die von dem

Absorptionsglas zurückgehaltene Strahlung aus dem optischen System des Bild

aufnahmegeräts entfernt wird und nicht mehr, beispielsweise aufgrund von Mehr

fachreflexionen und dabei auftretenden flachen Einfallswinkeln auf die Sperr

schicht, durch die Abdeckeinheit hindurchtreten kann. Dies verringert farbige Lin-

senreflektionen in den von der Sensoreinheit aufgenommenen Bildern, welche

oftmals als störend und unnatürlich empfunden werden.

Farbige Linsenreflektionen treten bei mit Sperrschichten ausgestatteten Abdeck

einheiten unter anderem dann auf, wenn der reflektierte blaue Anteil der auf die

Sensoreinheit einfallenden elektromagnetischen Strahlung an einem vor der Sen

soreinheit angeordneten Objektiv erneut in Richtung der Sensoreinheit zurückre

flektiert wird. Je größer dabei der gegenüber der Normalen der Abdeckeinheit ge

messene Einfallswinkel der vom Objektiv zurückreflektierten Strahlung ist, desto

größer ist auch der Anteil der Strahlung, der aufgrund der winkelabhängigen F il

tercharakteristik der Sperrschicht durch diese durchgelassen wird. Dies ist insbe

sondere bei Bildaufnahmegeräten mit geringen Schnittweiten, wie beispielsweise

spiegellosen Systemkameras, ein Problem, da aufgrund der kurzen Distanz zw i

schen Bildsensor und hinterstem optischen Element eines vor dem Bildsensor a n

geordneten Objektivs auch noch unter großen Winkeln am Objektiv reflektierte

Strahlung erneut auf die Sensoreinheit treffen kann.

Das erste Absorptionsglas und/oder das zweite Absorptionsglas können jeweils

einen oder mehrere Farbstoffe enthalten, welche durch das Absorptionsglas h in

durchtretende elektromagnetische Strahlung wellenlängenselektiv absorbieren.



Das als UV-Absorptionsglas ausgebildete erste Absorptionsglas bildet im sichtba

ren Spektralbereich (380nm bis 740nm) einen Langpassfilter. Das erste Absorpti

onsglas kann derart ausgebildet sein, dass eine Grenzwellenlänge des ersten A b

sorptionsglases, bei welcher eine externe Transmission des ersten Absorptions

glases 50% beträgt (UV50%), im blauen Spektralbereich liegt. Des Weiteren kann

das erste Absorptionsglas derart ausgebildet sein, dass dessen Transmission bei

allen Wellenlängen des sichtbaren Spektralbereichs, die größer sind als die

UV50% Grenzwellenlänge, über 50% und bei allen Wellenlängen des sichtbaren

Spektralbereichs, die kleiner sind als die UV50% Grenzwellenlänge, unter 50%

liegt.

Die UV50% Grenzwellenlänge kann beispielsweise zwischen 380nm und 450nm,

etwa zwischen 405nm und 430nm, bevorzugt zwischen 415nm und 420nm, etwa

bei 4 17nm liegen. Das erste Absorptionsglas kann beispielsweise ein Glas sein,

welches unter der Bezeichnung UV CLEAR 801 0ΗΤ von der Firma Corning SAS,

Frankreich, vertrieben wird. Das erste Absorptionsglas kann auch ein Glas sein,

welches unter der Bezeichnung UV41 8 von der Firma Corning SAS, Frankreich,

vertrieben wird, oder ein Glas, welches von der Firma Schott AG, Deutschland,

unter der Bezeichnung GG435 vertrieben wird. Das erste Absorptionsglas kann in

einer senkrecht zu einer eine Erfassungsfläche des Bildsensors bildenden Ober

fläche des Bildsensors orientierten Dickenrichtung eine Dicke zwischen 0,1 und

0,7mm, beispielsweise zwischen 0,2mm und 0,6mm, etwa von 0,3mm oder 0,5mm

aufweisen.

Das als IR-Absorptionsglas ausgebildete zweite Absorptionsglas bildet im sichtba

ren Spektralbereich einen Kurzpassfilter. Das zweite Absorptionsglas kann derart

ausgebildet sein, dass eine Grenzwellenlänge des zweiten Absorptionsglases, bei

welcher eine externe Transmission des zweiten Absorptionsglases 50% beträgt

(IR50%), im roten Spektralbereich liegt. Desweiteren kann das zweite Absorpti

onsglas derart ausgebildet sein, dass dessen Transmission bei allen Wellenlängen



des sichtbaren Spektralbereichs, die kleiner sind als die IR50% Grenzwellenlänge,

über 50% und bei allen Wellenlängen des sichtbaren Spektralbereichs, die größer

sind als die IR50% Grenzwellenlänge, unter 50% liegt. Die IR50% Grenzwellen

länge kann beispielsweise zwischen 520nm und 700nm, etwa zwischen 580nm

und 6 10nm, bevorzugt zwischen 585nm und 600nm, etwa bei 587nm oder 592nm

liegen. Allgemein kann das zweite Absorptionsglas in der Dickenrichtung eine D i

cke zwischen 0,4mm und 1,0mm, insbesondere zwischen 0,5mm und 0,8mm auf

weisen.

Das zweite Absorptionsglas kann beispielsweise ein Glas sein, welches unter der

Bezeichnung IR584-1 8a von der Firma MATSUNAMI GLASS IND. , LTD., Japan,

vertrieben wird. Insbesondere in diesem Fall kann das zweite Absorptionsglas in

der Dickenrichtung eine Dicke zwischen 0,4 und 0,8mm, beispielsweise zwischen

0,5mm und 0,7mm, etwa von 0,60mm aufweisen. Es kann auch ein Glas sein,

welches unter der Bezeichnung IR584-16a von der Firma MATSUNAMI GLASS

IND., LTD., Japan, vertrieben wird. Insbesondere in diesem Fall kann das zweite

Absorptionsglas in der Dickenrichtung eine Dicke zwischen 0,6 und 1,0mm, be i

spielsweise zwischen 0,7mm und 0,8mm, etwa von 0,76mm aufweisen. Außerdem

kann das zweite Absorptionsglas ein Glas sein, welches unter der Bezeichnung

CXA700 von der Firma HOYA CANDEO OPTRONICS, Japan, vertrieben wird.

Insbesondere in diesem Fall kann das zweite Absorptionsglas in der Dickenrich

tung eine Dicke zwischen 0,4mm und 0,7mm, beispielsweise zwischen 0,5mm und

0,6mm, etwa von 0,57mm aufweisen.

Oberflächen der Abdeckeinheit, welche einen Glas-Luft-Übergang bilden, können

jeweils mit einer Antireflexbeschichtung beschichtet sein. Dies gilt insbesondere

für eine dem Bildsensor abgewandte objektseitige Vorderfläche und eine dem

Bildsensor zugewandte bildseitige Rückfläche der Abdeckeinheit.



Die gesamte Abdeckeinheit kann, inklusive möglicherweise vorhandener Be

schichtungen, einen Sperrbereich mit einer UV50% Grenzwellenlänge aufweisen,

welche in einem Bereich von höchstens +/- 30nm, insbesondere höchstens

+/- 20nm, bevorzugt höchstens +/-1 0nm, um eine Wellenlänge von 425 nm liegt.

Außerdem kann die gesamte Abdeckeinheit eine IR50% Grenzwellenlänge auf

weisen, welche in einem Bereich von (620 +/- 50) nm, insbesondere in einem Be

reich von (600 +/- 25) nm, bevorzugt in einem Bereich von (595 +/- 10) nm liegt.

Das erste Absorptionsglas und das zweite Absorptionsglas können plattenförmig

ausgebildet und parallel zu der Erfassungsfläche des Halbleitersensors ausgerich

tet sein. Das erste Absorptionsglas und das zweite Absorptionsglas können ent

lang einer senkrecht zu der Erfassungsfläche des Halbleitersensors orientierten

optischen Achse hintereinander angeordnet sein.

Das erste Absorptionsglas und das zweite Absorptionsglas können aneinander

anliegen und direkt miteinander verbunden, beispielsweise verklebt, verkittet oder

angesprengt, sein. Das erste Absorptionsglas und das zweite Absorptionsglas

können jedoch auch voneinander beabstandet angeordnet und beispielsweise

über einen Abstandshalter miteinander verbunden sein. In diesem Fall kann sich

zwischen dem ersten Absorptionsglas und dem zweiten Absorptionsglas be i

spielsweise ein Freiraum befinden.

Die Abdeckeinheit kann neben dem ersten Absorptionsglas und dem zweiten A b

sorptionsglas noch weitere Absorptionsgläser, Sperrschichten, insbesondere eine

oder mehrere IR-Sperrschichten und/oder eine oder mehrere UV-Sperrschichten,

Antireflexbeschichtungen oder weitere optische Elemente umfassen. Die Abdeck

einheit kann mit dem optoelektronischen Bildsensor verbunden sein, etwa über ein

Gehäuse des Bildsensors. Beispielsweise kann die Abdeckeinheit mit dem opto

elektronischen Bildsensor, insbesondere mit dessen Gehäuse, verklebt oder m it

tels eines Klemmelements verbunden sein. Die Sensoreinheit mit der Abdeckein-



heit und dem optoelektronischen Bildsensor kann in einem Gehäuse eines Bild

aufnahmegeräts angeordnet und mit diesem verbunden, beispielsweise ver

schraubt, sein.

Der optoelektronische Bildsensor kann als ein Halbleitersensor, beispielsweise als

ein CMOS- oder CCD-Sensor, ausgebildet sein. Die Erfassungsfläche des Halblei

tersensors kann eine Diagonale aufweisen, die mindestens so groß ist wie die

Schnittweite eines die Sensoreinheit umfassenden Bildaufnahmegeräts, be i

spielsweise einmal oder 1,2-mal oder 1,5-mal so groß.

Bei einer Weiterbildung der Sensoreinheit ist das erste Absorptionsglas an einer

dem Bildsensor abgewandten Vorderseite des zweiten Absorptionsglases ange

ordnet. Dadurch kann eine der Vorderseite abgewandte Rückseite des zweiten

Absorptionsglases direkt über einer den optoelektronischen Bildsensor enthalten

den Kavität der Sensoreinheit angeordnet werden, so dass die Kavität nur durch

das zweite Absorptionsglas, nicht jedoch durch das erste Absorptionsglas abge

deckt wird und von Klebstoffen ausgehende Ausgasungen, beispielsweise Ausga

sungen, die von zwischen dem ersten und dem zweiten Absorptionsglas angeord

neten Klebstoffen ausgehen, die Funktionsfähigkeit des optoelektronischen

Bildsensors nicht beeinträchtigen können.

Bei einer alternativen Ausführungsform der Sensoreinheit ist das erste Absorpti

onsglas an einer dem Bildsensor zugewandten Rückseite des zweiten Absorpti

onsglases angeordnet. Dabei kann das zweite Absorptionsglas insbesondere in

nerhalb einer den optoelektronischen Bildsensor umfassenden Kavität angeordnet

sein, so dass die Sensoreinheit eine besonders geringe Bauhöhe entlang der opt i

schen Achse aufweisen kann.

Bei einer Weiterbildung der Sensoreinheit überdeckt die Abdeckeinheit eine den

Bildsensor enthaltende Kavität der Sensoreinheit. Die Kavität ist dann vollständig



unter der Abdeckeinheit angeordnet. Die Abdeckeinheit kann die Kavität dabei in

longitudinaler Richtung nach vorne direkt abschließen. Die Kavität kann jedoch

auch durch ein zusätzliches, die Kavität ebenfalls überdeckendes und mit der A b

deckeinheit verbundenes Element, etwa ein Klarglas, verschlossen sein und die

die Kavität überdeckende Abdeckeinheit kann vor dem zusätzlichen Element an

geordnet sein. Das zusätzliche Element kann insbesondere plattenförmig ausge

bildet sein. Indem eine die Kavität überdeckende Abdeckeinheit zur Filterung der

einfallenden elektromagnetischen Strahlung verwendet wird, kann die Sensorein

heit entlang der optischen Achse besonders kompakt ausgeführt werden.

Bei einer Weiterbildung der Sensoreinheit ist das erste Absorptionsglas und/oder

das zweite Absorptionsglas als plattenförmiges Element ausgebildet, welches in

einer senkrecht zu einer Oberfläche des Bildsensors ausgerichteten Dickenrich

tung eine geringere Ausdehnung aufweist als in parallel zu der Oberfläche des

Bildsensors ausgerichteten transversalen Richtungen. Die Dickenrichtung kann

dabei entlang der optischen Achse ausgerichtet sein. Plattenförmige Absorptions

gläser sind besonders einfach herzustellen und haben keinen Einfluss auf das A b

bildungsverhalten eines die Sensoreinheit umfassenden optischen Systems des

Bildaufnahmegeräts.

Bei einer Weiterbildung der Sensoreinheit sind das erste Absorptionsglas und das

zweite Absorptionsglas aneinander anliegend angeordnet und vorzugsweise f lä

chig miteinander verbunden, beispielsweise verklebt, verkittet oder angesprengt.

Gegenüber einer beabstandeten Anordnung des ersten und zweiten Absorptions

glases befinden sich bei aneinander anliegenden Absorptionsgläsern keine Glas-

Luft-Übergänge zwischen den Absorptionsgläsern, so dass Reflexionen innerhalb

der Abdeckeinheit reduziert werden können. Zwischen den aneinander anliegen

den Absorptionsgläsern kann zur Verbindung derselben eine Verbindungsschicht

angeordnet sein, welche beispielsweise einen Klebstoff oder einen Kitt enthalten



kann.

Bei einer Weiterbildung der Sensoreinheit unterscheidet sich ein erster Bre

chungsindex des ersten Absorptionsglases um höchstens 10%, beispielsweise um

höchstens 3% oder höchstens 1% , von einem zweiten Brechungsindex des zwei

ten Absorptionsglases. Dadurch können insbesondere bei aneinander anliegen

den Absorptionsgläsern Reflexionen zwischen dem ersten Absorptionsglas und

dem zweiten Absorptionsglas reduziert werden.

Bei einer Weiterbildung der Sensoreinheit unterscheidet sich ein dritter Bre

chungsindex einer zwischen dem ersten Absorptionsglas und dem zweiten A b

sorptionsglas angeordneten Verbindungsschicht von dem ersten Brechungsindex

und/oder dem zweiten Brechungsindex um höchstens 10%, beispielsweise um

höchstens 3% oder höchstens 1% . Insbesondere kann der dritte Brechungsindex

zwischen dem ersten und dem zweiten Brechungsindex liegen. Ein derartig ge

wählter dritter Brechungsindex führt zu besonders geringen Reflexionen an den

Grenzflächen zwischen dem ersten und dem zweiten Absorptionsglas.

Bei einer Weiterbildung der Sensoreinheit weist ein Kleineres der beiden Absorpti

onsgläser in einer parallel zu einer Oberfläche des Bildsensors orientierten latera

len Richtung eine geringere Ausdehnung auf als ein Größeres der beiden Absorp

tionsgläser. Dadurch wird das größere Absorptionsglas auf dessen dem kleineren

Absorptionsglas zugewandter Seite nicht vollständig durch das kleinere Absorpti

onsglas überdeckt, so dass das größere Absorptionsglas einen freiliegenden Rand

aufweist. Der freiliegende Rand kann um das größere Absorptionsglas umlaufend

ausgebildet sein oder in der lateralen Richtung lediglich auf einer Seite oder in der

lateralen Richtung auf zwei einander gegenüberliegenden Seiten des größeren

Absorptionsglases vorhanden sein. Bei dem kleineren Absorptionsglas kann es

sich um das erste Absorptionsglas und bei dem größeren Absorptionsglas um das



zweite Absorptionsglas handeln, oder umgekehrt.

Bei einer Weiterbildung der Sensoreinheit liegt die Abdeckeinheit auf einer Auf la

gefläche eines den optoelektronischen Bildsensor umgebenden Rahmens der

Sensoreinheit auf, wobei die Auflagefläche in der lateralen Richtung zumindest

teilweise nicht durch das kleinere Absorptionsglas überdeckt wird. Indem die A b

deckeinheit auf dem Rahmen der Sensoreinheit aufliegt, kann die Sensoreinheit

besonders kompakt ausgeführt werden. In dem freiliegenden Bereich, der nicht

durch das kleinere Absorptionsglas überdeckt wird, kann beispielsweise eine K le

beverbindung oder eine Klemmverbindung angeordnet sein, welche die Abdeck

einheit an dem Rahmen der Sensoreinheit befestigt. Der Rahmen kann beispiels

weise Teil eines den optoelektronischen Bildsensor umgebenden Gehäuses sein

und eine in dem Gehäuse ausgebildete und den Bildsensor enthaltende Kavität

umgeben.

Bei einer Weiterbildung der Sensoreinheit wird das kleinere Absorptionsglas durch

das erste Absorptionsglas und das größere Absorptionsglas durch das zweite A b

sorptionsglas gebildet. Zwischen dem kleineren Absorptionsglas und dem

Bildsensor ist in einem in der lateralen Richtung nicht durch das erste Absorpti

onsglas überdeckten Randbereich der Sensoreinheit eine einen UV-lichthärtenden

Klebstoff umfassende Klebeverbindung angeordnet. Die Klebeverbindung kann

beispielsweise das zweite Absorptionsglas mit dem den optoelektronischen

Bildsensor umgebenden Rahmen der Sensoreinheit verbinden. Indem die Klebe

verbindung in dem nicht durch das erste Absorptionsglas überdeckten Randbe

reich der Sensoreinheit angeordnet wird, kann zur Aushärtung der Klebeverbin

dung verwendetes UV-Licht an dem ersten Absorptionsglas vorbei auf die Klebe

verbindung eingestrahlt werden.

Bei einer Weiterbildung umfasst die Sensoreinheit ein Befestigungselement, mit

welchem die Abdeckeinheit an dem optoelektronischen Bildsensor befestigt ist.



Dabei ist das Befestigungselement an einer dem kleineren Absorptionsglas zuge

wandten Befestigungsseite des größeren Absorptionsglases und in der lateralen

Richtung neben dem kleineren Absorptionsglas angeordnet. Bei einer derartigen

Anordnung weist die Sensoreinheit in eine longitudinale Richtung entlang der opt i

schen Achse eine besonders geringe Ausdehnung auf.

Das Befestigungselement kann insbesondere auf einer dem optoelektronischen

Bildsensor abgewandten Vorderseite des größeren Absorptionsglases auf dem

größeren Absorptionsglas aufliegen und das kleinere Absorptionsglas kann eben

falls auf der Vorderseite des größeren Absorptionsglases angeordnet sein. Das

Befestigungselement kann ein Klemmelement umfassen, welches an einer latera

len Seite des größeren Absorptionsglases oder um das größere Absorptionsglas

umlaufend angeordnet ist.

Bei einer Weiterbildung der Sensoreinheit weist das größere Absorptionsglas auf

seiner dem kleineren Absorptionsglas zugewandten Seite eine Schutzbeschich

tung auf, welche zumindest einen in der lateralen Richtung nicht durch das kle ine

re Absorptionsglas überdeckten freiliegenden Bereich des größeren Absorptions

glases bedeckt. Dadurch kann eine Korrosion des größeren Absorptionsglases im

freiliegenden Bereich verhindert werden. Die Schutzbeschichtung kann beispiels

weise zugleich als eine Antireflexbeschichtung ausgeführt sein.

Bei einer Weiterbildung der Sensoreinheit ist die Schutzbeschichtung vollflächig

auf der dem kleineren Absorptionsglas zugewandten Seite des größeren Absorpti

onsglases angeordnet. Insbesondere kann die Schutzbeschichtung auch zwischen

dem kleineren Absorptionsglas und dem größeren Absorptionsglas gebildet sein.

Eine derartige Schutzbeschichtung ist besonders einfach herzustellen. Bei alterna

tiven Ausführungsformen kann die Schutzbeschichtung auch lediglich in dem nicht

durch das kleinere Absorptionsglas überdeckten freiliegenden Bereich ausgebildet

sein. Der freiliegende Bereich kann durch den nicht durch das kleinere Absorpti-



onsglas überdeckten Randbereich des größeren Absorptionsglases gebildet wer

den.

Bei einer Weiterbildung der Sensoreinheit umfasst die Abdeckeinheit eine

IR-Sperrschicht. Mittels einer IR-Sperrschicht kann die auf den optoelektronischen

Bildsensor einfallende elektromagnetische Strahlung nahe dem infraroten Wellen

längenbereich zusätzlich begrenzt werden. Dies ermöglicht es, das einfallende

elektromagnetische Spektrum auch dann wirkungsvoll zu begrenzen, wenn das

zweite Absorptionsglas eine verhältnismäßig flache Filterkante aufweist. Die IR-

Sperrschicht kann als eine Interferenzschicht ausgebildet sein. Sie kann eine F il

terkante aufweisen, welche zwischen 650nm und 700nm, beispielsweise zwischen

670nm und 680nm liegt. Die IR-Sperrschicht kann bei 700nm eine Transmission

von höchstens 10%, beispielsweise höchstens 5%, höchstens 2% oder höchstens

1% aufweisen.

Bei einer Weiterbildung der Sensoreinheit umfasst die Abdeckeinheit ein drittes

Absorptionsglas, welches als ein IR-Absorptionsglas ausgebildet ist. Die

IR-Sperrschicht ist dabei zwischen dem zweiten und dem dritten Absorptionsglas

angeordnet. Dadurch wird von der IR-Sperrschicht reflektierte elektromagnetische

Strahlung auf beiden Seiten der IR-Sperrschicht in einem der IR-Absorptions-

gläser absorbiert, so dass die reflektierte elektromagnetische Strahlung aus dem

Strahlengang eines die Sensoreinheit umfassenden Bildaufnahmegeräts entfernt

wird und durch die reflektierte rote Strahlung hervorgerufene Abbildungsfehler

vermieden werden. Soweit keine Unterschiede beschrieben werden, kann das drit

te Absorptionsglas ausgebildet sein, wie es für das zweite Absorptionsglas be

schrieben wird.

Die IR-Sperrschicht kann direkt zwischen den beiden IR-Absorptionsgläsern an

geordnet sein. Insbesondere können entlang der optischen Achse eines der be i

den IR-Absorptionsgläser, die IR-Sperrschicht, das weitere IR-Absorptionsglas



und das UV-Absorptionsglas nacheinander angeordnet sein. Die IR-Sperrschicht

kann jedoch auch alternativ zwischen einem der beiden IR-Absorptionsgläser und

dem als UV-Absorptionsglas ausgebildeten ersten Absorptionsglas angeordnet

sein. Insbesondere können entlang der optischen Achse eines der beiden IR-

Absorptionsgläser, das UV-Absorptionsglas, die IR-Sperrschicht, sowie das weite

re IR-Absorptionsglas nacheinander angeordnet sein. Bei all diesen Aufbauten

können die IR-Absorptionsgläser, die IR-Sperrschicht, sowie das UV-Absorptions-

glas direkt aneinander anliegend angeordnet und jeweils miteinander verbunden

sein.

Neben der IR-Sperrschicht kann die Abdeckeinheit auch eine UV-Sperrschicht

umfassen. Die UV-Sperrschicht kann getrennt von der IR-Sperrschicht oder mit

dieser verbunden bzw. in diese integriert ausgeführt sein.

Bei einer Weiterbildung der Sensoreinheit ist das dritte Absorptionsglas auf einer

dem ersten Absorptionsglas abgewandten Seite des zweiten Absorptionsglases

angeordnet. Dies ermöglicht es, die IR-Sperrschicht zwischen dem zweiten A b

sorptionsglas und dem dritten Absorptionsglas anzuordnen. Dabei kann die IR-

Sperrschicht insbesondere in eine Verbindungsschicht, welche das zweite Absorp

tionsglas mit dem dritten Absorptionsglas verbindet, integriert sein. Dadurch kann

eine Abdeckeinheit realisiert werden, welche im roten Spektralbereich zum einen

eine steile Filterkurve und zum anderen unabhängig von der Richtung, aus der die

Strahlung auf den Absorptionsglasaufbau einfällt, eine hohe Absorption aufweist.

Es wird ferner ein Bildaufnahmegerät mit der vorgenannten Sensoreinheit ange

geben. Dabei beziehen sich alle Vorteile und Weiterbildungen, welche im Zusam

menhang mit der Sensoreinheit beschrieben werden, auch auf das Bildaufnahme

gerät.



Das Bildaufnahmegerät kann insbesondere als eine spiegellose Systemkamera

ausgebildet sein. Das Bildaufnahmegerät kann derart ausgebildet sein, dass die

Diagonale des optoelektronischen Bildsensors der Sensoreinheit mindestens so

groß ist wie die Schnittweite des Bildaufnahmegeräts, beispielsweise einmal oder

1,2-mal oder 1,5-mal so groß.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von Figuren erläutert. Dabei zeigen in je

weils schematischer Darstellung:

Fig. 1 ein Bildaufnahmegerät mit einer Sensoreinheit gemäß dem Stand der

Technik und einem vor der Sensoreinheit angeordneten optischen Ele

ment;

Fig. 2 eine Abdeckeinheit der Sensoreinheit gemäß einer ersten Ausführungs

form;

Fig. 3 die Abdeckeinheit der Sensoreinheit gemäß einer zweiten Ausführungs

form;

Fig. 4 die Abdeckeinheit der Sensoreinheit gemäß einer dritten Ausführungs

form;

Fig. 5 die Sensoreinheit mit einer vierten Ausführungsform der Abdeckeinheit;

Fig. 6 die Sensoreinheit mit einer fünften Ausführungsform der Abdeckeinheit;

Fig. 7 eine Aufsicht auf eine Vorderseite der Abdeckeinheit gemäß der vierten

Ausführungsform;

Fig. 8 die Sensoreinheit mit einer sechsten Ausführungsform der Abdeckein

heit;

Fig. 9 eine Detailansicht der Sensoreinheit mit der sechsten Ausführungsform

der Abdeckeinheit;

Fig. 10 eine Transmissionskurve der Abdeckeinheit; und

Fig. 11 eine alternative Transmissionskurve der Abdeckeinheit.



Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung eines Bildaufnahmegeräts 1 mit einer

Sensoreinheit 10 gemäß dem Stand der Technik. Die Sensoreinheit 10 ist entlang

einer optischen Achse 2 des Bildaufnahmegeräts 1 hinter bzw. bildseitig von e i

nem als Linse ausbildeten optischen Element 82 eines nicht dargestellten Objek

tivs des Bildaufnahmegeräts 1 angeordnet.

Die Sensoreinheit 10 umfasst einen optoelektronischen Bildsensor 20 und eine

entlang der optischen Achse 2 vor dem Bildsensor 20, d . h . objektseitig, angeord

nete Abdeckeinheit 90. Die Abdeckeinheit 90 umfasst ihrerseits ein plattenförmi

ges Absorptionsglas 94 und eine auf der objektseitigen Vorderseite des Absorpti

onsglases 94 angeordnete Sperrschicht 92. Das Absorptionsglas 94 ist als ein

IR-Absorptionsglas und die Sperrschicht 92 als eine UV-Sperrschicht ausgebildet.

Das plattenförmige Absorptionsglas 94 weist in einer transversalen Richtung 5

eine größere Ausdehnung aus als in einer entlang der optischen Achse 2 und

senkrecht zu der transversalen Richtung 5 orientierten longitudinalen Richtung 3 .

Das optische Element 82 bildet ein letztes bzw. hinterstes optisches Element des

Objektivs. Der Bildsensor 20 und das optische Element 82 sind in einem Abstand

voneinander angeordnet, der einer minimalen Schnittweite 8 des Bildaufnahmege

räts 1 entspricht.

Wie Fig. 1 zu entnehmen ist, wird von einem vor dem Objektiv angeordneten O b

jekt 9 ausgehende elektromagnetische Strahlung 200 an der Sperrschicht 92 in

Richtung des Objektivs zurückreflektiert. Anschließend wird ein Teil der zurückre

flektierten Strahlung 200 an dem optischen Element 82 des Objektivs erneut re

flektiert und trifft erneut auf die Abdeckeinheit 90. Abhängig von der Geometrie

des optischen Elements 82 kann dabei ein zweiter Einfallswinkel 202 nach Ref le

xion der erneut reflektierten elektromagnetischen Strahlung 200 größer sein als

ein erster Einfallswinkel 203, unter dem die elektromagnetische Strahlung 200 zu

vor auf die Abdeckeinheit 90 getroffen ist. Da die Reflektivität der Sperrschicht 92



winkelabhängig ist und mit zunehmendem Einfallswinkel 202, 203 abnimmt, tritt

die vom optischen Element 82 rückreflektierte und nach Reflexion unter dem grö

ßeren zweiten Einfallswinkel 202 eintreffende elektromagnetische Strahlung 200

durch die Sperrschicht 92 hindurch und trifft schließlich auf den Bildsensor 20. Ein

von dem Bildsensor 20 aufgenommenes Bild zeigt dann eine Linsenreflektion,

welche aufgrund der farbselektiven Reflexion an der UV-Sperrschicht 92 eine

blaue Färbung aufweist. Insbesondere bei einem Bildaufnahmegerät, bei dem die

Schnittweite 8 im Vergleich zur Ausdehnung des Bildsensors 20 in transversaler

Richtung 5 verhältnismäßig klein ist, können nach Reflexion an dem Objektiv gro

ße zweite Einfallswinkel 202 von bis zu 40° auftreten.

Zur Vermeidung der beschriebenen farbigen Linsenreflektionen wird bei den erf in

dungsgemäßen Sensoreinheiten 10 eine Abdeckeinheit verwendet, welche ein

UV-Absorptionsglas umfasst, das einfallende elektromagnetische Strahlung im

violetten und nah-ultravioletten Spektralbereich vornehmlich absorbiert und nicht

reflektiert. Fig. 2 zeigt eine erste Ausführungsform einer derartigen Abdeckeinheit

100.

Die Abdeckeinheit 100 weist ein als UV-Absorptionsglas ausgebildetes erstes A b

sorptionsglas 110 und ein als IR-Absorptionsglas ausgebildetes zweites Absorpti

onsglas 120 auf. Das erste und das zweite Absorptionsglas 110 , 120 sind vonei

nander beabstandet vor einer als Erfassungsfläche zur Detektion einfallender

elektromagnetischer Strahlung dienenden Oberfläche 22 des Bildsensors 20 a n

geordnet. Ausgehend von dem Bildsensor 20 ist dabei in longitudinaler Richtung 3

entlang der optischen Achse 2 zunächst das zweite Absorptionsglas 120 und vor

dem zweiten Absorptionsglas 120 das erste Absorptionsglas 110 angeordnet. Da

bei ist eine Vorderseite 111 des ersten Absorptionsglases 110 der einfallenden

elektromagnetischen Strahlung und eine der Vorderseite 111 gegenüberliegende

Rückseite 112 des ersten Absorptionsglases 110 dem zweiten Absorptionsglas

120 zugewandt angeordnet. Eine Vorderseite 121 des zweiten Absorptionsglases



120 ist dem ersten Absorptionsglas 110 und eine der Vorderseite 121 gegenüber

liegende Rückseite 122 des zweiten Absorptionsglases 120 ist dem Bildsensor 20

zugewandt angeordnet.

Fig. 3 zeigt eine zweite Ausführungsform der Abdeckeinheit 100. Soweit keine Un

terschiede beschrieben werden, ist die zweite Ausführungsform der Abdeckeinheit

100 ausgebildet, wie es für die erste Ausführungsform der Abdeckeinheit 100 be

schrieben wird. Bei der zweiten Ausführungsform sind das erste Absorptionsglas

110 und das zweite Absorptionsglas 120 nicht voneinander beabstandet, sondern

aneinander anliegend angeordnet. Zwischen dem ersten Absorptionsglas 110 und

dem zweiten Absorptionsglas 120 befindet sich eine als Klebeschicht ausgebildete

Verbindungsschicht 70, welche das erste und zweite Absorptionsglas 110 , 120

vollflächig miteinander verbindet.

Bei der Fig. 2 dargestellten ersten Ausführungsform und bei der in Fig. 3 darge

stellten zweiten Ausführungsform kann die Abdeckeinheit 100 jeweils eine

IR-Sperrschicht umfassen, welche beispielsweise auf der Vorderseite 111 des ers

ten Absorptionsglases 110 angeordnet sein kann. Zusätzlich oder alternativ kann

die Abdeckeinheit 100 jeweils eine UV-Sperrschicht umfassen, welche beispiels

weise ebenfalls auf der Vorderseite 111 des ersten Absorptionsglases 110 ange

ordnet sein kann.

Fig. 4 zeigt eine dritte Ausführungsform der Abdeckeinheit 100. Soweit keine Un

terschiede beschrieben werden, ist die dritte Ausführungsform der Abdeckeinheit

100 ausgebildet, wie es für die zweite Ausführungsform der Abdeckeinheit 100

beschrieben wird. Die dritte Ausführungsform der Abdeckeinheit 100 umfasst ne

ben dem ersten und zweiten Absorptionsglas 110 , 120 ein drittes Absorptionsglas

130. Das dritte Absorptionsglas 130 ist ebenfalls als IR-Absorptionsglas ausgebil

det und auf der dem Bildsensor 20 zugewandten Rückseite 122 des zweiten A b

sorptionsglases 120 angeordnet. Das zweite Absorptionsglas 120 und das dritte



Absorptionsglas 130 liegen aneinander an. Zwischen dem zweiten Absorptions

glas 120 und dem dritten Absorptionsglas 130 ist eine IR-Sperrschicht 150 ange

ordnet.

Fig. 5 zeigt die Sensoreinheit 10 mit einer vierten Ausführungsform der Abdeck

einheit 100. Soweit keine Unterschiede beschrieben werden, ist die vierte Ausfüh

rungsform der Abdeckeinheit 100 ausgebildet, wie es für die zweite Ausführungs

form beschrieben wird. Bei der vierten Ausführungsform ist in der transversalen

Richtung 5 eine Ausdehnung 113 des ersten Absorptionsglases 110 kleiner als

eine Ausdehnung 123 des zweiten Absorptionsglases 120. Dadurch weist das

zweite Absorptionsglas 120 in der transversalen Richtung 5 beidseits in einem

Randbereich 12 der Abdeckeinheit 100 einen freiliegenden Bereich 125 auf, der in

longitudinaler Richtung 3 nicht durch das erste Absorptionsglas 110 überdeckt

wird und in dem das zweite Absorptionsglas 120 unter dem ersten Absorptions

glas 110 freiliegt.

Das zweite Absorptionsglas 120 liegt auf seiner Rückseite 122 auf einer Auf lage

fläche 34 eines Rahmens 33 eines Gehäuses 30 der Sensoreinheit 10 auf. Der

Rahmen 33 begrenzt umlaufend eine Kavität 32 des Gehäuses 30, in der der

optoelektronische Bildsensor 20 angeordnet ist. Durch das zweite Absorptionsglas

120 wird die Kavität 32 in longitudinaler Richtung 3 verschlossen. Das zweite A b

sorptionsglas 120 ist in dem freiliegenden Bereich 125 mit dem Rahmen 33 mittels

einer einen UV-lichthärtenden Klebstoff umfassenden Klebeverbindung 60 ver

bunden. Die Klebeverbindung 60 wird in dem freiliegenden Bereich 125 nicht

durch das als UV-Absorptionsglas ausgebildete erste Absorptionsglas 110 über

deckt, so dass UV-Licht, welches zur Aushärtung des Klebstoffes von vorne auf

die Abdeckeinheit 100 eingestrahlt wird, an dem ersten Absorptionsglas 110 vor

bei und durch das zweite Absorptionsglas 120 hindurch auf die Klebeverbindung

60 einfallen kann.



Fig. 6 zeigt die Sensoreinheit 10 mit einer fünften Ausführungsform der Abdeck

einheit 100. Soweit keine Unterschiede beschrieben werden, ist die fünfte Ausfüh

rungsform der Abdeckeinheit 100 ausgebildet, wie es für die vierte Ausführungs

form beschrieben wird. Bei der fünften Ausführungsform ist das erste Absorptions

glas 110 auf der Rückseite 122 des zweiten Absorptionsglases 120 und in der Ka

vität 32 angeordnet. Bei dieser Ausführungsform ist die Vorderseite 111 des ers

ten Absorptionsglases 110 mit der Rückseite 122 des zweiten Absorptionsglases

120 mittels der Verbindungsschicht 70 verbunden. Bei der fünften Ausführungs

form der Abdeckeinheit 100 kann das UV-Licht zur Aushärtung des Klebstoffes der

zwischen dem zweiten Absorptionsglas 120 und dem Rahmen 33 des Gehäuses

30 angeordneten Klebeverbindung 60 direkt durch das zweite Absorptionsglas 120

eingestrahlt werden.

Fig. 7 zeigt eine Aufsicht auf eine Vorderseite der in Fig. 5 dargestellten vierten

Ausführungsform der Abdeckeinheit 110 . Das erste Absorptionsglas 110 weist

sowohl in der transversalen Richtung 5 , als auch in einer zu der transversalen

Richtung 5 und der longitudinalen Richtung 3 senkrecht orientierten weiteren

transversalen Richtung 7 jeweils eine Ausdehnung auf, welche kleiner ist als eine

entsprechende Ausdehnung des zweiten Absorptionsglases 120. Dadurch wird

das zweite Absorptionsglas 120 in einem umlaufenden Randbereich 12 nicht

durch das erste Absorptionsglas 110 überdeckt, so dass der in dem Randbereich

12 freiliegende Bereich 125 des zweiten Absorptionsglases 120 ebenfalls umlau

fend ausgebildet ist.

Fig. 8 zeigt die Sensoreinheit 10 mit einer sechsten Ausführungsform der Abdeck

einheit 100. Soweit keine Unterschiede beschrieben werden, ist die sechste Aus

führungsform der Abdeckeinheit 100 ausgebildet, wie es für die vierte Ausfüh

rungsform beschrieben wird. Bei der sechsten Ausführungsform liegt das zweite

Absorptionsglas 120 nicht direkt auf dem Rahmen 33 des Gehäuses 30 auf. Statt-

dessen ist vor dem Gehäuse 30 ein Abdeckglas 14 angeordnet, welches die Kavi-



tat 32 in longitudinaler Richtung verschließt. Das Abdeckglas 14 kann als ein Kla r

glas ausgebildet sein, welches einfallende elektromagnetische Strahlung im sicht

baren Spektralbereich im Wesentlichen ungehindert transmittiert. Die Abdeckein

heit 100 ist mit dem Abdeckglas 14 verbunden, wobei zwischen der Abdeckeinheit

100 und dem Abdeckglas 14 ein Abstandshalter 16 angeordnet ist. Dadurch wei

sen die Abdeckeinheit 100 und das Abdeckglas 14 in longitudinaler Richtung 3

einen Abstand voneinander auf. Der Abstandhalter 16 ist um die Abdeckeinheit

100 in dem Randbereich 12 umlaufend ausgebildet.

Fig. 9 zeigt eine Detailansicht der Sensoreinheit 100 mit der sechsten Ausfüh

rungsform der Abdeckeinheit 100. Die Abdeckeinheit 100 ist mittels eines in Fig. 8

nicht dargestellten Befestigungselements 40 an dem Gehäuse 30 der Sensorein

heit 10 befestigt. Das Befestigungselement 40 liegt in dem nicht durch das erste

Absorptionsglas 110 überdeckten Randbereich 12 auf der Vorderseite 121 des

zweiten Absorptionsglases 120 auf und klemmt das zweite Absorptionsglas 120

auf die Auflagefläche 34 des Rahmens 33. Das Befestigungselement 40 umfasst

ein Klemmelement 42 und ein zwischen dem Klemmelement 42 und dem zweiten

Absorptionsglas 120 angeordnetes Dichtungselement 44. Das Klemmelement 42

ist um die Abdeckeinheit 100 in dem Randbereich 12 umlaufend angeordnet und

als ein Flalteblech ausgebildet. Das Dichtungselement 44 ist ebenfalls in dem

Randbereich 12 umlaufend um die Abdeckeinheit 100 angeordnet und umfasst

ein elastisches Material. Das Dichtungselement 44 liegt in transversaler Richtung

5 neben der Abdeckeinheit 100 auch auf dem Rahmen 33 des Gehäuses 30 auf.

Bei alternativen Ausführungsformen der in Fig. 8 dargestellten Sensoreinheit 10

kann der Abstandhalter 16 mit der Abdeckeinheit 100 und dem Abdeckglas 14

auch jeweils mittels einer Klebeverbindung, etwa mittels einer einen

UV-lichthärtenden Kunststoff umfassenden Klebeverbindung, verbunden sein. Bei

diesen Ausführungsformen kann das Befestigungselement 40 entfallen.



Fig. 10 zeigt eine Transmissionskurve 300 der zweiten und vierten bis sechsten

Ausführungsform der Abdeckeinheit 100, wobei die Transmission 3 15 (in %) der

Abdeckeinheit 100 gegen die Wellenlänge 3 10 (in nm) der einfallenden elektro

magnetischen Strahlung aufgetragen ist. Wie Fig. 10 zu entnehmen ist, weist die

Transmissionskurve 300 im violetten Spektralbereich eine Grenzwellenlänge

UV50% bei 4 17nm und im infraroten Spektralbereich eine Grenzwellenlänge

IR50% bei 596nm auf. Die Transmissionskurve 300 wurde mit einer Ausführungs

form der Abdeckeinheit 100 aufgenommen, welche als erstes Absorptionsglas 110

ein Glas UV801 0FIT der Firma Corning SAS mit einer longitudinalen Dicke von

0,3mm und als zweites Absorptionsglas ein Glas CXA700 der Firma Floya Corpo

ration mit einer longitudinalen Dicke von 0,565mm umfasst.

Fig. 11 zeigt eine alternative Transmissionskurve 305 der zweiten und vierten bis

sechsten Ausführungsform der Abdeckeinheit 100. Wie Fig. 11 zu entnehmen ist,

weist die Transmissionskurve 305 im violetten Spektralbereich eine Grenzwellen

länge UV50% bei 4 19nm und im infraroten Spektralbereich eine Grenzwellenlänge

IR50% bei 591 nm auf. Die Transmissionskurve 305 wurde mit einer Ausführungs

form der Abdeckeinheit 100 aufgenommen, welche als erstes Absorptionsglas 110

ein Glas UV801 0HT der Firma Corning SAS mit einer longitudinalen Dicke von

0,3mm und als zweites Absorptionsglas ein Glas IR 584-1 8a der Firma MATS-

UNAMI GLASS IN D., LTD mit einer longitudinalen Dicke von 0,762mm umfasst.
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40 Befestigungselement

42 Klemmelement

44 Dichtungselement

60 Klebeverbindung

70 Verbindungsschicht

82 optisches Element

90 Abdeckeinheit

92 Sperrschicht

94 Absorptionsglas

100 Abdeckeinheit



110 erstes Absorptionsglas

111 Vorderseite

112 Rückseite

113 Ausdehnung

120 zweites Absorptionsglas

121 Vorderseite

122 Rückseite

123 Ausdehnung

125 freiliegender Bereich

130 drittes Absorptionsglas

150 IR-Sperrschicht

200 elektromagnetische Strahlung

202 zweiter Einfallswinkel nach Reflektion

203 erster Einfallswinkel

300 Transmissionskurve

305 alternative Transmissionskurve

3 10 Wellenlänge

3 15 Transmission



Ansprüche

1. Sensoreinheit ( 10) für ein Bildaufnahmegerät ( 1 ) mit einem optoelektroni

schen Bildsensor (20) und einer vor dem optoelektronischen Bildsensor

(20) angeordneten Abdeckeinheit (100),

d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , dass

die Abdeckeinheit ( 100) ein erstes Absorptionsglas ( 1 10) und ein zweites

Absorptionsglas (120) umfasst und dass

das erste Absorptionsglas ( 1 10) als ein UV-Absorptionsglas und das zweite

Absorptionsglas (120) als ein IR-Absorptionsglas ausgebildet ist.

2 . Sensoreinheit ( 10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

das erste Absorptionsglas ( 1 10) an einer dem Bildsensor (20) abgewandten

Vorderseite (121 ) des zweiten Absorptionsglases (120) angeordnet ist.

3 . Sensoreinheit (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

das erste Absorptionsglas ( 1 10) an einer dem Bildsensor (20) zugewandten

Rückseite (122) des zweiten Absorptionsglases (120) angeordnet ist.

4 . Sensoreinheit ( 10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass

die Abdeckeinheit ( 100) eine den Bildsensor (20) enthaltende Kavität (32)

der Sensoreinheit ( 10) überdeckt.



5 . Sensoreinheit ( 10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass

das erste Absorptionsglas ( 1 10) und/oder das zweite Absorptionsglas (120)

als plattenförmiges Element ausgebildet ist, welches in einer senkrecht zu

einer Oberfläche (22) des Bildsensors (20) ausgerichteten Dickenrichtung

(3) eine geringere Ausdehnung aufweist als in parallel zu der Oberfläche

(22) des Bildsensors (20) ausgerichteten transversalen Richtungen (5, 7).

6 . Sensoreinheit ( 10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass

das erste Absorptionsglas ( 1 10) und das zweite Absorptionsglas (120) an

einander liegend angeordnet und vorzugsweise flächig miteinander verbun

den, beispielsweise verkittet, verklebt oder angesprengt, sind.

7 . Sensoreinheit ( 10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass

sich ein erster Brechungsindex des ersten Absorptionsglases ( 1 10) um

höchstens 10%, beispielsweise um höchstens 3% oder höchstens 1% , von

einem zweiten Brechungsindex des zweiten Absorptionsglases (120) unter

scheidet.

8 . Sensoreinheit (10) nach Anspruch 7 , dadurch gekennzeichnet, dass

sich ein dritter Brechungsindex einer zwischen dem ersten Absorptionsglas

( 1 10) und dem zweiten Absorptionsglas (120) angeordneten Verbindungs

schicht (70) von dem ersten Brechungsindex und/oder dem zweiten Bre

chungsindex um höchstens 10%, beispielsweise um höchstens 3% oder

höchstens 1% , unterscheidet.

9 . Sensoreinheit ( 10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass



ein Kleineres der beiden Absorptionsgläser ( 1 10 , 120) in einer parallel zu

einer Oberfläche (22) des Bildsensors (20) orientierten lateralen Richtung

(5, 7) eine geringere Ausdehnung aufweist als ein Größeres der beiden A b

sorptionsgläser (120, 110).

10 . Sensoreinheit (10) nach Anspruch 9 , dadurch gekennzeichnet, dass

die Abdeckeinheit ( 100) auf einer Auflagefläche (34) eines den optoelektro

nischen Bildsensor (20) umgebenden Rahmens (33) der Sensoreinheit ( 10)

aufliegt, und dass

die Auflagefläche (34) in der lateralen Richtung (5, 7) zumindest teilweise

nicht durch das kleinere Absorptionsglas ( 1 10 , 120) überdeckt wird.

11. Sensoreinheit (10) nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass

das kleinere Absorptionsglas durch das erste Absorptionsglas ( 1 10) und

das größere Absorptionsglas durch das zweite Absorptionsglas (120) gebil

det wird, und dass

zwischen dem zweiten Absorptionsglas (120) und dem Bildsensor (20) in

einem in der lateralen Richtung (5, 7) nicht durch das erste Absorptionsglas

( 1 10) überdeckten Randbereich (12) der Sensoreinheit (10) eine einen UV-

lichthärtenden Klebstoff umfassende Klebeverbindung (60) angeordnet ist,

und dass

beispielsweise die Klebeverbindung (60) das zweite Absorptionsglas (120)

mit einem den optoelektronischen Bildsensor (20) umgebenden Rahmen

(33) der Sensoreinheit ( 10) verbindet.

12 . Sensoreinheit (10) nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch gekenn

zeichnet, dass

die Sensoreinheit ( 10) ein Befestigungselement (40) umfasst, mit welchem

die Abdeckeinheit ( 100) an dem optoelektronischen Bildsensor (20) befes

tigt ist, und dass



das Befestigungselement (40) an einer dem kleineren Absorptionsglas

( 1 10 , 120) zugewandten Befestigungsseite (121 ) des größeren Absorpti

onsglases ( 1 10 , 120) und in der lateralen Richtung (5, 7) neben dem kleine

ren Absorptionsglas ( 1 10 , 120) angeordnet ist.

13 . Sensoreinheit ( 10) nach einem der Ansprüche 9 bis 12, dadurch gekenn

zeichnet, dass

das größere Absorptionsglas ( 1 10 , 120) auf seiner dem kleineren Absorpti

onsglas ( 1 10 , 120) zugewandten Seite (121 ) eine Schutzbeschichtung auf

weist, welche zumindest einen in der lateralen Richtung (5, 7) nicht durch

das kleinere Absorptionsglas ( 1 10 , 120) überdeckten freiliegenden Bereich

(125) des größeren Absorptionsglases ( 1 10, 120) bedeckt.

14. Sensoreinheit (10) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass

die Schutzbeschichtung vollflächig auf der dem kleineren Absorptionsglas

( 1 10 , 120) zugewandten Seite (121 ) des größeren Absorptionsglases ( 1 10,

120) angeordnet ist.

15 . Sensoreinheit ( 10) nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch

gekennzeichnet, dass

die Abdeckeinheit ( 100) eine IR-Sperrschicht ( 150) umfasst.

16. Sensoreinheit (10) nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass

die Abdeckeinheit ( 100) ein drittes Absorptionsglas ( 130) umfasst, welches

als ein IR-Absorptionsglas ausgebildet ist, und dass

die IR-Sperrschicht ( 150) zwischen dem zweiten und dem dritten Absorpti

onsglas (120, 130) angeordnet ist.

17 . Sensoreinheit (10) nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass

das dritte Absorptionsglas ( 130) auf einer dem ersten Absorptionsglas ( 1 10)



abgewandten Seite (122) des zweiten Absorptionsglases (120) angeordnet

ist.

18 . Bildaufnahmegerät (1) mit einer Sensoreinheit (10) gemäß einem der vor-

hergehenden Ansprüche.
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